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※概要（Summary）： 
 マイクロマシン技術で微小なヒータと温度センサ

を対向探針に集積化したデバイスを,透過電子顕微鏡

内で動かし ,針端間にできるナノ接合の直径 (7～
35nm)を測定しつつ,接合を通じた熱伝導を測ること

に成功した。 
 
※実験（Experimental）： 
 MEMS デバイスのフォトマスクは、高速大面積電

子線描画装置、マスク・ウェーハ自動現像装置群、ク

リーンドラフト潤沢超純水付を用いて作製した。酸化

膜の成膜とフォトリソグラフィ、DRIE によりデバイ

スを作製した。数十 nm のギャップを持つ先端のプロ

ーブは、集束イオンビームにより形成した。  
これを透過型電子顕微鏡に導入し、対向するプローブ

の接合面を観察すると共に、センサ側プローブの温度

を計測した。 
  

  
図１．MEMS デバイスによるナノスケールでの熱伝

導測定の概念図 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

シリコンプローブの接触と引き離しによって、直径

7nm、長さ 100nm のシリコンナノワイヤを形成させ

たのち、熱電対の電圧を印加して温度を上げ、対向する

プローブ側のセンサにより温度伝達を計測した。図２に

結果を示す。 

 
図２．シリコンナノワイヤの温度伝達 

赤いラインがヒータ側で、青いラインがセンサにより計

測した温度である。本実験で作製したナノワイヤにおい

て、予想していたよりも大きな 5%の熱伝播が起きてい

ることがわかったが、量子効果が生じているかどうかは

明らかでない。 
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